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СЕКЦІЯ 7. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ
ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ПЛЁНОК CdS, ПОЛУЧЕННЫХ
ТЕРМИЧЕСКИМ ИСПАРЕНИЕМ

При разработке конструкции тонкопленочных солнечных элементов на
основе CdTe для интенсификации фотоэлектрических процессов использует-
ся эффект широкозонного "окна". Это позволяет уменьшить негативное
влияние поверхностной рекомбинации неравновесных носителей заряда. В
качестве такого широкозонного "окна" используют сульфид кадмия, ширина
запрещенной зоны которого составляет Eg=2,4 эВ. Для оптимизации характе-
ристик широкозонного "окна" в поликристаллических пленочных гетероси-
стемах ITO/CdS/CdTe, перспективных для создания эффективных экономич-
ных солнечных элементов наземного применения, были исследованы кри-
сталлическая структура и  оптические свойства слоев CdS, полученных тер-
мическим испарением.

Рентгендифрактометрически установлено, что с ростом толщины поли-
кристаллических слоев CdS от 0,1 мкм до 0,3 мкм, размеры областей коге-
рентного рассеяния (ОКР) увеличиваются от 14,4 нм до 25 нм. При этом
микронапряжения в системе ITO/CdS также увеличиваются от 4*10-2 до
4,8*10-2. Аналитическая обработка спектров поглощения, рассчитанных по
экспериментальным спектрам пропускания и отражения, свидетельствует о
влиянии толщины слоя CdS на ширину запрещенной зоны. При увеличении
толщины слоя сульфида кадмия до 0,3 мкм ширина запрещенной зоны воз-
растает до 2,42 эВ. Среднее значение коэффициента пропускания исследо-
ванных слоев CdS в спектральном диапазоне 550–850 нм, что соответствует
области фоточувствительности солнечного элемента на основе CdS/CdTe, в
зависимости от толщины и термической обработки CdS составляет (80–95)
%. Это позволяет использовать их в качестве широкозонного "окна" в фото-
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электрических преобразователях на основе пленочных гетеросистем
CdS/CdTe. При этом оптимальная толщина слоя CdS составляет 0,3 мкм.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОМИЧЕСКОГО ДЕЛИТЕЛЯ

В связи с тем, что киловольтметры, выпускаемые в бывшем СССР, уже
не производятся, например, электростатический киловольтметр С-100, а де-
лители напряжения такого класса, выпускаемые отечественной промышлен-
ностью, достаточно дороги (порядка 20 тысяч грн.) и требуют покупки  изме-
рителя низкого напряжения высокого класса точности.

Целью настоящей работы является разработка измерителя высокого
напряжения 5-100кВ, обеспечивающего высокую точность измерения (менее
1%), с высокой степенью экранирования от влияния внешних   электрических
полей и гальванической развязкой с низковольтной измерительной аппарату-
рой.

Состав изделия: высоковольтный блок и интеллектуальный измери-
тельный модуль.

Высоковольтный блок состоит из двух включенных встречно омиче-
ских делителей напряжения, таким образом, что оба измерительных плеча
находятся под потенциалом, равным алгебраической полусумме потенциалов
приложенных к блоку. В качестве омических сопротивлений  использованы
резисторы VR-68 номиналом 68 Мом.

Особенности  конструкции высоковольтного блока: 1) «Низковольт-
ные» плечи находятся под высоким потенциалом и  не соединены гальвани-
чески напрямую с заземляющей шиной. Выравнивающие экранные металли-
ческие кольца с наружным диаметром, превышающим расстояние между со-
седними кольцами 1,5 раза,  подключены к средней точке и клеммам. При та-


